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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月13日(2013.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上層レジストと無機膜系中間膜と下層レジストとを有する多層レジストをマスクとする
被エッチング膜をプラズマエッチングするプラズマエッチング方法において、
前記上層レジストをマスクとして前記無機膜系中間膜をプラズマエッチングする無機膜系
中間膜マスク形成工程と、
前記無機膜系中間膜マスク形成工程後に前記下層レジストをプラズマエッチングする多層
レジストマスク形成工程と、
前記多層レジストマスク形成工程後にＣＨＦ3ガスとＮ2ガスとＳｉＣｌ4ガスとからなる
混合ガスを用いて前記多層レジストマスク形成工程後の下層レジストの側壁に側壁保護膜
を形成する側壁保護膜形成工程と、
前記側壁保護膜形成工程後に前記被エッチング膜をプラズマエッチングする被エッチング
膜エッチング工程とを有することを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項２】
　上層レジストと無機膜系中間膜と下層レジストとを有する多層レジストをマスクとする
被エッチング膜をプラズマエッチングするプラズマエッチング方法において、
前記上層レジストをマスクとして前記無機膜系中間膜をプラズマエッチングする無機膜系
中間膜マスク形成工程と、
前記無機膜系中間膜マスク形成工程後に前記下層レジストをプラズマエッチングする多層
レジストマスク形成工程と、
前記多層レジストマスク形成工程後にＨＢｒガスとＳｉＣｌ4ガスとからなる混合ガスを
用いて前記多層レジストマスク形成工程後の下層レジストの側壁に側壁保護膜を形成する
側壁保護膜形成工程と、
前記側壁保護膜形成工程後に前記被エッチング膜をプラズマエッチングする被エッチング
膜エッチング工程とを有することを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項３】
　上層レジストと無機膜系中間膜と下層レジストとを有する多層レジストをマスクとする
被エッチング膜をプラズマエッチングするプラズマエッチング方法において、



(2) JP 2012-15343 A5 2013.6.27

前記上層レジストをマスクとして前記無機膜系中間膜をプラズマエッチングする無機膜系
中間膜マスク形成工程と、
前記無機膜系中間膜マスク形成工程後に前記下層レジストをプラズマエッチングする多層
レジストマスク形成工程と、
前記多層レジストマスク形成工程後にＣＨ2Ｆ2ガスとＳｉＣｌ4ガスとからなる混合ガス
を用いて前記多層レジストマスク形成工程後の下層レジストの側壁に側壁保護膜を形成す
る側壁保護膜形成工程と、
前記側壁保護膜形成工程後に前記被エッチング膜をプラズマエッチングする被エッチング
膜エッチング工程とを有することを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項４】
　上層レジストと無機膜系中間膜と下層レジストとを有する多層レジストをマスクとする
被エッチング膜をプラズマエッチングするプラズマエッチング方法において、
前記上層レジストをマスクとして前記無機膜系中間膜をプラズマエッチングする無機膜系
中間膜マスク形成工程と、
前記無機膜系中間膜マスク形成工程後に前記下層レジストをプラズマエッチングする多層
レジストマスク形成工程と、
前記多層レジストマスク形成工程後にＨＢｒガスとＮ2ガスとからなる混合ガスを用いて
前記多層レジストマスク形成工程後の下層レジストの側壁に側壁保護膜を形成する側壁保
護膜形成工程と、
前記側壁保護膜形成工程後に前記被エッチング膜をプラズマエッチングする被エッチング
膜エッチング工程とを有することを特徴とするプラズマエッチング方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、上層レジストと無機膜系中間膜と下層レジストとを有する多層レジストをマ
スクとする被エッチング膜をプラズマエッチングするプラズマエッチング方法において、
前記上層レジストをマスクとして前記無機膜系中間膜をプラズマエッチングする無機膜系
中間膜マスク形成工程と、前記無機膜系中間膜マスク形成工程後に前記下層レジストをプ
ラズマエッチングする多層レジストマスク形成工程と、前記多層レジストマスク形成工程
後にＣＨＦ3ガスとＮ2ガスとＳｉＣｌ4ガスとからなる混合ガスを用いて前記多層レジス
トマスク形成工程後の下層レジストの側壁に側壁保護膜を形成する側壁保護膜形成工程と
、前記側壁保護膜形成工程後に前記被エッチング膜をプラズマエッチングする被エッチン
グ膜エッチング工程とを有することを特徴とする。
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